Matrix MatGraph C32 ; ° .f: o eelp 0 el Teeln 0 el ; ° .j: o 1 ~ 18[H wvss
Art-Nr. T-C32-PT01010 *° o2 7 g2 7[n ]2 A E 17[0 ¢
3le @18 s e e oy s o[y 3le @]18 /09 {2 17::] /0 3
256 KB RAM on Board: 1 e S I I ) PN PRI KN T EEN i o1 ¢]3  1e[n cAs
HYUNDAI SEMICONDUCTOR dede @ QP O @ |, .| WE (4 s[5 vos
HY53C464-Series ile 1B[p o]e 1B[p o]e 1B e 130
7@ @ |14 7970 @ |14 % { 5 14 :h A
Durchgangspriifung 8@ @13 9 S e e P @ o1 i
2x Stiftleisten T T e e W - W s W (I PRI As ] 18[7 A
(je 20 Pins) wle el ie (o R 1 (] R B 1o[p o] 10[n ole el As {7 i ::] As
zu . K U1s:';1 4k \'/18} K ~ ERNd E E Ag {8 11::] As
8-X RAM'BaUStelnen 4L [y e [y e FRd F
(ie 18 Pins) s wfy s w6 e ] E vee [ |9 10]1 Ay
Bei den PINs wurde direkter ] L L L Ha K OE  Output Enable
Durchgang gemessen, iR 0”} e @”} e @”} i B
auBer A-6, A-9, A-15 ile 1B O]e 1[0 r]e ERd E I/0o-1/02 Data Input / Output
und A-16. Hier o7 el o el o ER E WE  Write Enable
wurden Ohm-Werte A R R ER i BN E o
ausgegeben ... 4 CHNRL) SR O ERa ERN4 E RAS ~ Row Adress Strobe
geegil:giéokli - Ag-A7 Adress Input
vce Power (+5V)
Vss Ground
CAS Column Adress Strobe
Stiftleiste - PIN | RAM-Baustein RAM-PIN ([ Stiftleiste - PIN | RAM-Baustein RAM-PIN Stiftleiste - PIN | RAM-Baustein RAM-PIN || Stiftleiste - PIN | RAM-Baustein RAM-PIN
- 20000000 Q-2 920000000 - 00 2 B-2 00 3
A B 920000000 Q- 9200000009 B-: 00 15 B- 00 17
AR 20000000 Q- 920000000/ B-3 00 2 B- 00 3
a-4 920000000 Q- 9200000009 -+ 00 15 - 00 17
B x x _ |@%  |0000 5 B 20 2 |@-% |90 )
B-s 0000 1 Q- 2000 16 | [E-e 20 15 B- 20 17
B-- X X -4 X X B-7 o0 2 | B BRE (1 Y5 ] 3
B-s X X (A BRES X X B-s (1 X5 15 B-1s (1 Y5 17
- 0000 16 ||IN-12 0900000009 B-o 92000 4 B-: 0000 4
B- 20000000 Q- 920000000 B- 920000000)° B- 920000000)°




